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@ Mikromechanisches Bauelement und Herstellungsverfahren 

(57) Ein bewegliches Strukturelement eines mikromechani- 
schen Sensors oder Aktuators ist durch eine dunne Struk- 
turschicht aus P.olysilizium mit einem ebenen Anteil (10) 
und vertikalen Ansatzen (1), die durch GrabenfGllung mit- 
tels einer dunnen abgeschiedenen Schicht hergestellt 
werden, gebildet. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein mikromechani- 
sches Bauelement mit hohem Aspektverhalfnis und ein 
CMOS-kompatibles Herstellungsverfahren dafiir. 

Mikromechanisch hergestellte Halbleiterbauelemente be- 
silzen ublicherweise ein mechanisch operierendes Funkti- 
onselement, das vorzugsweise durch eine dunne Polysili- 
ziumschicht gebildet wird, die nach Moglichkeit zusammen 
mit Polysiliziumschichten fur integrierte Bauelemente einer 
elektronischen Schaltung hergestellt wird. Zur Steigerung 
der Empfindlichkeit derartiger mikromechanischer Bauele- 
mente als Sensoren bzw. zur Erhohung des Wirkungsgrades 
entsprechender Aktuatoren ist eine VergroBerung der Flache 
oder Masse der Strukturschicht, z. B. durch eine dicker ab- 
geschiedene Polysiliziumschicht, gefordert. Eine Erhohung 
der Schichtdicke ist allerdings mit erheblichem Aufwand 
vcrbundcn und ist insbcsondcrc im Rahmcn cincs Hcrstcl- 
lungsprozesses fur Halbleiterbauelemente, z. B. eines 
CMOS-Prozesses f nicht ohne Schwierigkeiten ausfuhrbar. 
Dariiber hinaus sind wegen der zwangslaufig entstehenden 
Stufen auf der Oberseite des Chips erhebliche Probleme bei 
nachfolgenden ProzeBschritten zu erwarten. Trotzdem wird 
bei der Herstellung mikromechanischer Bauelemente ver- 
suchl, das Aspeklverhaltnis, d. h. das Verhaltnis der Hone 
der Struktur zu deren lateralen Abmessungen, zu vergro- 
Bern. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein mikrome- 
chanisch herstellbares Bauelement als Sensor oder Aktuator 
anzugeben, mit dem deutliche Verbesserungen der Empfind- 
lichkeit oder des Wirkungsgrades erzielt werden und das nur 
geringen zusatzlichen Herstellungsaufwand erfordert. Au- 
Berdem ist ein Herstellungsverfahren geringen Aufwandes 
anzugeben. 

Diese Aufgaben werden mit dem Bauelement mit den 
Merkmalen des Anspruches 1 bzw. mit dem Verfahren mit 
den Merkmalen des Anspruches 6 gelost. Ausgestaltungen 
ergeben sich aus den abhangigen Anspruchen. 

Das erfindungsgemaBe Bauelement besitzt eine Struktur- 
schicht, die zwar die ubliche geringe Dicke einer als Polysi- 
liziumschicht abgeschiedenen Strukturschicht aufweist, die 
aber stellenweise eine wesentliche Ausdehnung in Richtung 
senkrecht zur Schichtebene aufweist. Diese dreidimehsio- 
nale Ausdehnung der im Grunde ebenen Strukturschicht 
wird erreicht durch weilere Anteile der Schicht, die relativ 
flach sind und sich in Richtung senkrecht zu der Schicht- 
ebene ausdehnen. Diese weiteren Anteile auBerhalb der ei- 
gentlichen Schichtebene konnen als Elektroden elektrisch 
leitend dotiert sein oder als zusatzliche Masse zur Beschwe- 
rung der Strukturschicht vorgesehen sein. Werden diese An- 
teile als langliche stegformige Ansatze ausgebildet, erhalt 
man eine mechanische Stabilisierung und Versteifung der 
Strukturschicht, die bei mikromechanischen Sensoren ubli- 
cherweise relativ zum Chip frei beweglich angebracht ist, so 
daB die Gefahr unerwunschter Verformungen der Struktur- 
schicht besteht, 

Ein bevorzugtes Herstellungsverfahren des Bauelementes 
umfaBt die ganzflachige Abscheidung eines fur die Struktur- 
schicht vorgesehenen Materiales, z. B. Polysilizium, auf die 
Oberseite eines mit Graben versehenen Halbieiterkorpers. 
Werden diese Graben ausreichend schmal hergestellt, kon- 
nen sie bereits mit dem Aufbringen einer dunnen Polysili- 
ziumschicht vollstandig gefiillt werden. Die Grabenfiiliun- 
gen bilden dann die fiir die Strukturschicht vorgesehenen 
wcitcrcn Anteile, die sich senkrecht zur Schichtebene der 
Strukturschicht erstrecken. Eine unter der abgeschiedenen 
Schicht vorgesehene Opferschicht laBt sich anschlieBend 
entfernen, damit die Surukturschicht relativ zum Halbleiter- 



korper die vorgesehene Beweglichkeit erhalt. 

Es folgt eine gen auere Beschreibung des erfindungsgema- 
Ben Bauelementes und des angegebenen Herstellungsver- 
fahren s an hand der in den Fig. 1 bis 7 dargestellten Ausfuh- 
5 rungsbeispiele. 

Fig. 1 bis 3 zeigen ein typisches Ausfuhrungsbeispiel ei- 
nes erfindungsgemaBen Bauelementes in Aufsicht bzw. im 
Querschnitt. 

Fig* 4 bis 7 zeigen Querschnitte durch Zwischenprodukte 
10 eines Bauelementes zur Erlauterung des Herstellungsver- 
fahrens. 

Fig. 1 zeigt in Aufsicht auf ein typisches Beispiel des er- 
findungsgemaBen Bauelementes die Bauelementstruktur ei- 
nes mikromechanisch herstellbaren Beschleunigungssen- 

15 sors. Derartige Beschleunigungssensoren besitzen eine trage 
Masse, die an Fedem oder dunnen Verstrebungen einer 
Strukturschicht, die vorzugsweise Polysilizium ist, auf ei- 
ncm Halblcitcrkorpcr oder Substrat oder cincr Schichtfolgc 
aus Halbleitermaterial befestigt ist. Falls eine kapazitive 

20 Messung vorgesehen ist, ist diese trage Masse elektrisch lei- 
tend oder besitzt zumindest darin oder daran ausgebildete 
Elektroden aus leitendem Material, die mit entsprechenden 
Anschltissen auf dem Halbleiterchip elektrisch leitend ver- 
bunden sind. Auf dem Substrat oder Halbleiterkorper befin- 

25 den sich fesl dazu angeordnete Elekuxxlen 2, 3, so daB zwi- 
schen den Elektroden des Masseteiles und den fest ange- 
brachten Eleku-oden Kondensatoren gebildet werden. Ande- 
rungen der Kapazitaten dieser Kondensatoren werden ge- 
messen, urn eine Auslenkung des Masseteiles infolge einer 

30 durch eine Beschleunigung hervorgerufenen Tragheitskraft 
zubestimmen. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 1 sind die an dem 
Masseteil vorhandenen Elektroden durch weitere Anteile 1 
der Strukturschicht gebildet. Der schichtartig ausgebildete 

35 fiachige Anteil der Strukturschicht befindet sich als Schicht 
im Abstand zu der gezeigten Struktur pberhalb der Zeichen- 
ebene. Die mit 1 bezeichneten weiteren Anteile sind senk- 
recht zu dieser Schichtebene angebrachte schmale Teile der 
Strukturebene. Diese weiteren Anteile sind in Fig. 1 im 

40 Querschnitt eingezeichnet. Die schmalen Teile mit rechtek- 
kigem Querschnitt bilden die Gegenelektroden zu den am 
Substrat befestigten Elektroden 2, 3. Die langeren weiteren 
Anteile 6 der Strukturschicht dienen einer Versteifung und 
mechanischen Stabilisierung des ebenen Anteils der Struk- 

45 turschicht. Um noch mogliche Verformungen und Torsionen 
dieser Schicht in Langsrichtung dieser Anteile 6 zu unter- 
binden, konnen zusatzlich beispielsweise die in Fig. 1 ein- 
gezeichneten Querbalken 7 vorhanden sein. Diese Anteile 6, 
7 dienen auBerdem einer Erhohung der tragen Masse der be- 

50 weglichen Strukturschicht 

Die Elektroden 2, 3 sind vorzugsweise durch elektrisch 
leitend dotiertes Halbleitermaterial ausgebildet und mitein- 
ander durch einen weiteren Halbleiterbereich 9 elektrisch 
leitend miteinander verbunden. Uber diesen weiteren Halb- 

55 leiterbereich 9, der die in Fig. 1 eingezeichnete schmale An- 
messung besitzen kann oder einen grSBeren Bereich einneh- 
men kann, wird die elektrische Spannung den Elektroden 
zugefuhrt. Teile des Halbleitermateriales oder Substrates 
konnen als Sockel 8 fiir Stiitzen einer Andeckungsschicht 

60 vorhanden sein, mit der der Sensor nach oben abgedeckt und 
geschiitzt wird. Aus der Fig. 1 ist zu erkennen, daB bei der 
dort gezeigten Ausgestaltung des Bauelementes eine Bewe- 
gung der Strukturschicht mit den weiteren Anteilen 1 in der 
Ebene der Strukturschicht (koplanar zur Zeichenebene) in in 

65 der Zcichnung waagrcchtcr Richtung cine gegensinnige An- 
derung der von den beweglichen Elektroden 1 und den je- 
weiligen fest am Substrat angebrachten Elektroden 2, 3 be- 
wirkt. Eine derartige differentielle Kapazitatsanderung eig- 
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net sich besonders gut fur eine empfindliche Erfas sung einer 
Bewegung der Strukturschicht. Ein derartiger erfindungsge- 
maBer Beschleunigungssensor bietet daher die Vorteile ein- 
; facher Herstellbarkeit, ausreichend groBer Massetragheit 
des Sensorelementes sowie einer einfach realisierbaren 5 
Elektrodenanordnung fur differentielle Kapazitatsmessung. 

Fig. 2 zeigt den in Fig. 1 eingezeichneten Querschnitt, 
von dem nur die auBeren Konturen, ohne Darsteilung von 
Halbleiterschichten, wiedergegeben sind. Es ist daher in 
Fig. 2 deutlich erkennbar, daB auf einem Substrat oder Halb- . 1,0 
leiterkorper 11, der gegebenenfalls mit epitaktisch aufge- 
wachsenen Halbleiterschichten versehen sein kann, die 
Elektroden 2, 3, vorzugsweise als stegformige Strukturen, 
angebracht sind. Die Strukturschicht 1, 10 besitzt einen obe- 
ren flachig ausgedehnten und im wesentlichen ebenen An- 15 
teil 10 sowie die erftndungsgemaB vorhandenen weiteren 
Anteile 1, die einerseits eine Versteifung der Strukturschicht 
bcwirkcn und andcrcrscits fur die besondcren Eigcnschaftcn 
des jeweiligen Sensors oder Aktuators geeignet ausgebildet 
die dreidirnensionale Strukturierung der Strukturschicht 20 
darstellen. 

Fig. 3 zeigt in einem entsprechend Fig. 2 schematisierten 
Querschnitt die ebenfalls in Fig. 1 eingezeichnete Ansicht. 
Es ist dort die flachige Ausdehnung der weiteren Anteile 1, 
die bei diesem Ausfuhrungsbeispiel Elektroden bilden, er- 25 
kennbar. In Fig. 3 ist eine weitere mogliche Ausgestaltung 
des Bauelementes mit einer Andeckungsschicht 12 darge- 
stellt, die mit Stutzen 13 auf dem Sockel 8 ruht. Diese An- 
deckungsschicht 12 deckt das Bauelement nach oben ab und 
schutzt damit das bewegliche Element. Statt eine solche Ab- 30 
deckungsschicht yorzusehen, kann das Bauelement in der 
Ausfuhrung nach Fig. 2 in ein geeignet dimensioniertes und 
an sich bekanntes Gehause eingebaut werden. 

Die erfindungsgernaB gestalteten weiteren Anteile 1 der 
Strukturschicht konnen in den jeweiligen Bedurfnissen ent- 35 
sprechend abgewandelter Form zur Ausgestaltung des Bau- 
elementes als Beschleunigungssensor, Drehraten sensor, 
Drehmomentsensor, Drucksensor oder mikromechanischer 
Aktuator konzipiert sein. Insbesondere bei einem z. B. pie- 
zoresistiv messenden Beschleunigungssensor konnen die 40 
weiteren Anteile 1 der Strukturschicht nur dazu dienen, die 
Strukturschicht zu versteifen und deren trage Masse zu er- 
hohen. Die weiteren Anteile 1 konnen dazu die in Fig. 1 als 
Beispiel dargestellten geradlinigen oder kreuzweise anein- 
andergesetzten Ausrichtungen besitzen oder auch rnaander- 45 
formig gewunden oder gekrummt sein. 

Die weiteren Anteile 1 der Strukturschicht besitzen zu- 
rnindest in einer seitlichen Richtung hochstens die doppelte 
Dicke des ebenen Anteils 10 der Strukturschicht. Daher 
kann die derart ausgebildete Strukturschicht in der geforder- 50 
ten Weise durch Abscheiden einer Materialschicht gleich- 
maBiger und relativ geringer Dicke mit weitestgehend pla- 
narer Oberseite hergestellt werden. Ein geeignetes Herstel- 
lungsverfahren, das in einen CMOS-ProzeB integriert wer- 
den kann, wird nachfolgend anhand der Fig. 4 bis 7 be- 55 
schrieben. 

Fig. 4 zeigt im Querschnitt ein Zwischenprodukt eines er- 
findungsgemaBen Bauelementes, das zur Erlauterung eine 
als Beispiel dienende Struktur aufweist. Das Substrat oder 
der Halbleiterkorper 11 konnen auch durch eine Halbleiter- 60 
schichtstruktur gebildet sein. Der Halbleiterkorper 11 kann 
schwach elektrisch leitend dotiert sein oder rnit einer isolie- 
renden Schicht bedeckt sein. Darauf werden weitere Schich- 
ten, insbesondere aus Halbleitermaterial, aufgebracht. Die 
in Fig. 4 eingezeichnete crstc weitere Schicht 14 kann z. B. 65 
eine dielektrische Schicht zur elektrischen Isolation sein. 
Statt dessen ist es moglich. als diese Schicht 14 eine elek- 
trisch leitend dotierte Schicht aufzubringen, die als Bestand- 
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teil einer der fest auf dem Halbleiterkorper 11 angebrachten 
Elektroden fungiert. Wenn der Halbleiterkorper 11 oder die 
darauf aufgebrachte Schicht folge aus Halbleitermaterial . 
schwach fur elektrische Txitfahigkeit des entgegengesetzten 
Vorzeichens wie das Vorzeichen der Schicht 14 dotiert wird, . 
ist ein pn-Ubergang ausgebildet, der bei geeigneter Polung 
der angelegten Spannungen eine Isolation der Elektroden 
gegenuber dem Halbleiterkorper. bewirkt. In dem in Fig. 4 
dargestellten Beispiel ist eine weitere Schicht 15 aus Halb- 
leitermaterial vorhahden, die dafiir vorgesehen ist, den we- 
sendichen Anteil der herzustellenden Elektroden zu bilden. 
Diese Schicht ist daher fur elektrische Leitung desi entspre- 
chenden Vorzeichens dotiert. Die Schichten 14 und 15 kon- 
nen epitaktisch aufgewachsen werden, oder die Schichten 
werden als schichtartige dotierte Bereiche in einem Halblei- 
terkorper durch Eindiffusion von Douerstoffatomen herge- 
stellt: Je nach ProzeBfiihrung kann auf der Oberseite des 
Halblcitcrmatcrials cine Isolationsschicht oder Planarisic- 
rungsschicht 16 hergestellt werden, was bei Verwendung ei- 
nes Halbleiterkorpers aus Silizium z. B. durch thermische 
Oxidation der Halbleiteroberflache geschehen kann. Von der 
Oberseite her werden die Graben 20 vorzugsweise mittels 
einer anisotrppen Trockenatzung unter Verwendung einer 
Hartmaske aus Oxid hergestellt. Gleichzeifig konnen in die- 
seni Alzschrill Struklurierungen der vorgesehenen, Elektro- 
den 2, 3 hergestellt werden. Weitere Anteile der Schicht 15 
konnen als Sockel 8 fur die Abstutzung einer herzustellen- 
den Abdeckungsschicht vorgesehen sein. Die Schichtstruk- 
tur sowie die Anzahl und Ausrichtung der ge^tzten Graben 
20 konnen je nach herzustellendem Bauelement beliebig va- 
riiert werden. Es wird ganz flachig eine Opferschicht 17 auf- 
gebracht, fur die ein Material verwendet wird, das selekuv 
beziiglich des Materiales, das fur die herzustellende Struk- 
turschicht vorgesehen ist, entfernt werden kann. Diese Op- 
ferschicht 17 fullt insbesondere alle diejenigen Graben' auf, 
die nur zur Strukturierung des Halbleiterkorpers oder der 
Halbleiterschichtstruktur dienen und in dem in der Fig. 4 
dargestellten Beispiel die Elektroden 2, 3 voneinander tren- 
nen. Die Graben 20, die zur Herstellung der beschriebenen 
weiteren Anteile der Strukturschicht vorgesehen sind, wer- 
den von dieser Opferschicht 17 nicht aufgefullt. 

In Fig. 5 ist eine nachfolgend abgeschiedene Schicht aus 
dem fiir die Strukturschicht vorgesehenen Material 18 dar- 
gestellt. Die fur die weiteren Anteile der Strukturschicht 
vorgesehenen Graben werden davon vollstandig aufgefullt, 
und zwar vorzugsweise so, daB die Oberseite des abgeschie-. 
denen Materiales nach Moglichkeit eben ist. Kleinere an der 
Oberflache verbleibende Krater sind fiir die Funktionsweise 
des Bauelementes in der Regel unschadlich. In der Fig. 5 
sind durch die beiden senkrechten gestrichelten Linien die 
vorgesehenen Rander der fertiggestellten Strukturschicht 
angedeutet. Als Material 18 fur die Strukturschicht ist vor- 
zugsweise Polysilizium geeignet. Es kommen aber grund- 
satzlich alle Materialien, die fur mikromechanische Kompo- 
nenten eingesetzt werden, in Frage. 

In Fig. 6 ist im Querschnitt die fertig hergestellte Struk- 
turschicht 1, 10 dargestellt, die einen im wesentlichen ebe- 
nen Anteil 10 und die in die Vertikale ragenden weiteren 
Anteile 1 aufweist. Es kann dann die Opferschicht 17 ent- 
fernt werden, urn die vorgesehene Beweglichkeit der Struk- 
turschicht herbeizufiihren. Die Strukturschicht kann seitlich, 
in der Fig. 6 z. B. vor oder hinter der Zeichenebene, auf den 
Halbleiterschichten verankert sein; altemativ kann ein Teil 
des ebenen Anteiles 10 der Strukturschicht auf iibrigblei- 
benden Antcilcn der nicht ganzlich entfernten Opferschicht 
17 ruhen. Falls eine Abdeckungsschicht vorgesehen ist, 
wird vor dem Entfernen der ersten Opferschicht 17 eine wei- 
tere Opferschicht 19 abgeschieden. t)ber den als Sockel 8 
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vorgesehenen Bereichen der Oberseite werden Offnungen 
21 in den Opferschichten und gegebenenfalls in der Isolie- 
rungs- oder Planarisierungsschicht 16 hergestellt. Bei Be- 
darf konnen diese Offnungen auch durch einen geeigneten 
zusatzlichen Atzschritt bis in das Halbleitermaterial der 5 
nachfolgenden Schicht 15 hineingetrieben werden (nicht 
dargestellt). In die Offnungen 21 und auf die Oberseite der 
weiteren Opferschicht 19 wird dann das Material abgeschie- 
den, das fUr die Abdeckungsschicht vorgesehen ist. 

Fig. 7 zeigt die nach dem Entfemen der beiden Opfer- 10 
schichten verbleibende Struktur mit der Abdeckungsschicht 
22, die auf dem in die Offnungen 21 abgeschiedenen Mate- 
rial, das jetzt Stiitzen 23 bildet, aufgestiitzt ist, 

Aus den idealisierten Darstellungen der Figuren ist zu 
entnehrnen, daB die Graben 20 mit dem Material 18 der 15 
Strukturschicht gefiillt werden, wenn die laterale Abmes- 
sung der Graben in einer Richtung hochstens das Doppelte 
der Summc der Dickcn der Opferschicht 17 und des cbenen 
Anteiles 10 der Strukturschicht betragt. Bei der Ausfuhrung 
der Erfindung soil die Grabenbreite aber etwas geringer 20 
sein, so da8 die an der Oberflache entstehenden Krater mog- 
lichst klein sind. Fur Stege oder Verstrebungen, die als fe- 
demde Halterungen eines beweglichen Teiles vorgesehen 
sind, sind eventuell gerihgere laterale Dicken sinnvoll, wo- 
bei allerdings die Untergrenze der Grabenbreite bei dem 25 
Doppelten der Dicke der Opferschicht 17 liegt. Ist die Breite 
der Graben geringer, werden sie wie im Fall des zwischen 
den Elektroden 2, 3 in den Fig. 4 bis 7 dargestellten Zwi- 
schenraumes vollstandig von dem Material der Opferschicht 
17 aufgefullt. 30 

Die besonderen Vorteile der Erfindung sind die Erzeu- 
gung hoher Aspektverhaltnisse der mikromechanischen 
Komponente, ohne daB dicke Schichten aus Polysilizium 
abgeschieden werden mussen; die einfache Herstellung von 
vertikalen Elektrodenstrukturen an dem mikromechani- 35 
schen Element; selbstplanarisierende Herstellung der fur das 
bewegliche Element vorgesehenen Strukturschicht. Voile 
Kompatibilitat zu CMOS-Prozessen oder vergleichbaren 
Herstellungsprozessen fur integrierte Schaltungen ist gege- 
ben. 40 

Patentanspriiche 

1. Bauelement mit einem Halbleiterkorper (11), mit 
mindestens einer reiativ zu dem Halbleiterkorper be- 45 
weglichen Strukturschicht (1, 10), die einen flachig 
ausgedehnten Anteil (10) besitzt, und mit Elektroden 
(2, 3) zur Ausbildung eines Sensors oder Aktuators, 
dadurch gekennzeichnet, daB an der Strukturschicht 
(1, 10) senkrecht zu dem flachig ausgedehnten Anteil 50 
(10) mindestens ein weiterer Anteil (1) vorhanden ist, 
der in einer zu dem flachig ausgedehnten Anteil kopla- 
naren Ebene in mindestens einer Richtung eine Abmes- 
sung aufweist, die hochstens das Doppelte der Dicke 
des flachig ausgedehnten Anteils betragt. 55 

2. Bauelement nach Anspruch 1, bei dem an der Struk- 
turschicht (1, 10) senkrecht zu dem flachig ausgedehn- 
ten Anteil (10) mindestens ein Ansatz (6,7) vorhanden 
ist, der derart stegformig ausgebildet ist, daB eine Ver- 
steifung des flachig ausgedehnten Anteils bewirkt ist. 60 

3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, bei dem ein 
weiterer Anteil (1) der Strukturschicht als Elektrode 
elektrisch leitend ausgebildet ist und einer reiativ zu 
dem Halbleiterkorper (11) fest angebrachten Elektrode 
(2, 3) gcgcntibcrlicgcnd angcordnct ist. 65 

4. Bauelement nach Anspruch 3, 

bei dem die Strukturschicht in der Ebene des flachig 
ausgedehnten Anteils beweglich ist und 
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bei dem ein weiterer Anteil (1) der Strukturschicht zwi- 
schen zwei Elektroden (2, 3), die reiativ zu dem Halb- 
leiterkorper fest angebracht sind, zur Ausbildung 
zweier elektrischer Kapazitaten so arigeordnet ist daB 
bei einer Bewegung der Strukturschicht in einer vorge- 
sehenen Richtung diese Kapazitaten sich gegensinnig 
zueinander verandern. 

5. Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 4, bei 
dem senkrecht zu dem flachig ausgedehnten Anteil 
(10) mehrere als Elektroden ausgebildete weitere An- 
teile (1) der Strukturschicht vorhanden sind. 

6. Verfahren zur Herstellung eines Sensors oder Ak- 
tuators als Halbleiterbauelement, bei dem 

in einem ersten Schritt in einem Halbleiterkorper (11) 
oder in einer auf einem Substrat aufgewachsenen 
Schicht oder Schichtfolge (14, 15) aus Halbleitermate- 
rial von einer Oberseite her mindestens ein Graben (20) 
ausgcatzt wird, 

in einem zweiten Schritt eine Opferschicht (17) auf der 
Oberseite und in dem Graben ganzflachig aufgebracht. 
oder hergestellt wird, 

in einem dritten Schritt ein fur eine Strukturschicht 
vorgesehenes Material (18) auf die Opferschicht (17) 
so aufgebracht wird, daB der Graben (20) gefiillt ist, 
in einem vierten Schritt aus dem aufgebrachlen Mate- 
rial die Strukturschicht (1, 10) strukturiert wird und 
in einem fiinften Schritt die Opferschicht (17) selektiv 
beziiglich der Strukturschicht zumindest in dem Gra- 
ben entfernt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem in dem dritten 
Schritt Polysilizium aufgebracht wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, bei dem zwi- 
schen dem vierten und funften Schritt 

in einem ersten weiteren Schritt eine weitere Opfer- 
schicht (19) aufgebracht wird, 

in einem zweiten weiteren Schritt auBerhalb des von 
der Strukturschicht eingenommenen Bereiches minde- 
stens eine Offnung (21) in den Opferschichten (17, 19) 
hergestellt wird, 

in einem dritten weiteren Schritt auf die weitere Opfer- 
schicht (19) und in diese Offnung (21) hinein Material 
fur eine Abdeckungsschicht (22) abgeschieden wird 
und 

in dem funften Schritt von der Seite her oder durch in 
der Abdeckungsschicht hergestellte Offnungen beide 
Opferschichten rings urn die Strukturschicht (1, 10) 
entfemt werden. 
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